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はじめに: 電力増幅器ではゲイン特性などを向上させるためにトランジスタと負荷との間に整合回路
を挿入し最適な負荷インピーダンスへの変換を行う。そのため、いかに正確にインピーダンス変換を
行えるかが電力増幅器の性能を左右するが、ミリ波帯では寄生成分の影響が顕著に現れてしまうた
め、実測とシミュレーションとを合わせるには様々なコンポーネントのモデリングが必要とされる。
実験: そこで本研究では伝送線路の直線、曲げ、分岐、デカップリング用のMIM キャパシタアレイ
などのモデリングを行い、シミュレーションにおいて PAの実測結果を再現することを試みた。より
検証し易いよう、PAはトランジスタの入出力をシャントの伝送線路でマッチングを取った１段のも
のを用いる（図１）。
結果:図１の実測と各コンポーネントのモデリングを行い再現したものとの反射特性の比較を図２に
示す。各コンポーネントの正確なモデリングにより、ミリ波帯でも特性を再現できることを確認した。
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